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透明酸化物半導体である IGZO は半導体デ

バイスとして期待され、実用化されている。本

研究では、DCマグネトロンスパッタ法により

アモルファス IGZO (In:Ga:Zn=1:1:1)を成膜し、

その結晶化挙動を調べるとともに、それに伴う

デバイス特性変化との対応を試みた。 

本膜は室温下で石英ガラス基板上に約 60 

nm膜厚の IGZO 薄膜を成膜し、さらに大気中

300～1000℃で 1時間焼成処理を行った。Fig.1

にそれら本膜から得た X 線回折パターンを示

す。本結果より焼成温度 600℃で 2θ＝30°付

近でハローピークが現われ、焼成温度 700℃か

ら IGZO 結晶に由来するシャープなピークが

確認された。Fig.2に焼成温度 800℃材の平面お

よび断面 TEM観察像を示す。本膜の膜表面近

傍には、垂直方向に c軸配向した結晶体が存在

し、また面内にはランダムに配向した 20～

50nmサイズの結晶粒が観察された。 

Fig.3 は未焼成材、600℃材、800℃材の平面

から得た制限視野法電子線回折パターンを示

す。これより焼成温度の上昇に伴いリングから

スポットにパターン変化しており、形成膜の結

晶化と粒成長が認められた。また Fig.4に本膜

を用いて試作したTFTデバイスの特性を示す。 

IGZO 膜の結晶化に伴う TFT デバイス特性

の顕著な変化は見られないことが判明した。 
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